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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月25日(2016.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向（Ｌ）に、ソース領域（１００１）およびドレイン領域（１００３）と、ソー
ス領域（１００１）とドレイン領域（１００３）との間のチャネル領域（１００２）とを
有し、
　ソース領域（１００１）を横断する方向（Ｔ）に、ソースコア領域（１０１）と、ソー
スコア領域（１０１）の周囲に配置された厚さ（ｔ１）のソースシェル領域（２０１）と
を有し、
　ドレイン領域（１００３）を横断する方向（Ｔ）に、ドレインコア領域（１０３）と、
ドレインコア領域（１０３）の周囲に配置された厚さ（ｔ３）のドレインシェル領域（２
０３）とを有し、
　チャネル領域（１００２）を横断する方向（Ｔ）に、チャネルコア領域（１０２）と、
チャネルコア領域（１０２）の周囲に配置された厚さ（ｔ２）のチャネルシェル領域（２
０２）とを有し、
　チャネルシェル領域（２０２）の厚さ（ｔ２）は、ソースシェル領域（２０１）の厚さ
（ｔ１）より小さく、かつ、ドレインシェル領域（２０３）の厚さ（ｔ３）より小さく、
　ソースシェル領域（２０１）、ドレインシェル領域（２０３）およびチャネルシェル領
域（２０２）は、量子井戸領域である
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　半導体ワイヤ（２）、
　半導体ワイヤ（２）のチャネル領域（１００２）の周囲に配置されたゲート構造、ここ
でゲート構造は、チャネル領域（１００２）の周囲に配置され且つチャネル領域（１００
２）に接するゲート誘電体層（４）と、ゲート誘電体層（４）の周囲に配置され且つゲー
ト誘電体層（４）に接するゲート層（５）を有するものである、
　を備えたヘテロ構造電界効果トランジスタ（１）。
【請求項２】
　周囲に配置され、は周囲に円周方向に配置され、である、
　請求項１に記載のヘテロ構造電界効果トランジスタ（１）。
【請求項３】
　チャネルシェル領域の厚さ（ｔ２）は、チャネルシェル領域（２０２）が４ｋＴより大
きいサブバンド量子化エネルギーを有するような大きさである、
　請求項１または２に記載のヘテロ構造電界効果トランジスタ（１）。
【請求項４】
　ソースシェル領域（２０１）、チャネルシェル領域（２０２）およびドレインシェル領
域（２０３）により規定されるシェル領域（２００）と、ソースコア領域（１０１）、チ
ャネルコア領域（１０２）およびドレインコア領域（１０３）により規定されるコア領域
（１００）とは、格子整合材料を含む、
　請求項１から３のいずれか１項に記載のヘテロ構造電界効果トランジスタ（１）。
【請求項５】
　コア領域（１００）は、ＩｎＰまたはＩｎｘＡｌｙＡｓを含み、ｘ＋ｙ＝１である、
　請求項１から４のいずれか１項に記載のヘテロ構造電界効果トランジスタ（１）。
【請求項６】
　シェル領域（２００）は、ＩｎｘＧａｙＡｓを含み、ｘ＋ｙ＝１である、
　請求項１から５のいずれか１項に記載のヘテロ構造電界効果トランジスタ（１）。
【請求項７】
　ソースコア領域（１０１）とドレインコア領域（１０３）との間に位置するチャネルコ
ア領域（１０２）を含む半導体コア領域（１００）を設ける工程、ここでソースコア領域
（１０１）およびドレインコア領域（１０３）の厚さは、チャネルコア領域（１０２）の
厚さより小さく、
　コア領域（１００）の周囲に且つコア領域（１００）と接する半導体シェル領域（２０
０）を設ける工程、ここで半導体シェル領域（２００）は、厚さ（ｔ１）のソースシェル
領域（２０１）と厚さ（ｔ３）のドレインシェル領域（２０３）との間に位置する厚さ（
ｔ２）のチャネルシェル領域（２０２）を有し、チャネルシェル領域（２０２）の厚さ（
ｔ２）はソースシェル領域（２０１）の厚さ（ｔ１）より小さく、かつ、ドレインシェル
領域（２０３）の厚さ（ｔ３）より小さく、
　チャネルシェル領域（２０２）の周囲に且つチャネルシェル領域（２０２）と接するゲ
ート誘電体層（４）を設ける工程と、ゲート誘電体層（４）の周囲に配置され且つゲート
誘電体層（４）と接するゲート層（５）を設ける工程とを含む、ゲート構造（３）を設け
る工程、
　を含む、ヘテロ構造電界効果トランジスタ（１）を製造する方法。
【請求項８】
　半導体コア領域（１００）を設ける工程は、
　均一な半導体コア材料を設ける工程、
　ソースコア領域（１０１）およびドレインコア領域（１０３）の位置で、半導体コア材
料の一部をエッチングする工程を含む、
　請求項７に記載のヘテロ構造電界効果トランジスタ（１）を製造する方法。
【請求項９】
　半導体コア領域（１００）を設ける工程は、
　均一な半導体コア材料を設ける工程、
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　ソースコア領域（１０１）およびドレインコア領域（１０３）の位置で、均一な半導体
コア材料の上にハードマスク層を設ける工程、
　コア領域（１００）のマスクされていない部分に半導体コア材料を設ける工程を含む、
　請求項７に記載のヘテロ構造電界効果トランジスタ（１）を製造する方法。
【請求項１０】
　半導体シェル領域（２００）を設ける工程は、
　コア領域（１００）の周囲に且つコア領域（１００）と接する厚さ（ｔ２）の半導体シ
ェル材料の第１層（２００１）を設ける工程、
　ゲート構造（３）を設ける工程の後に、コア領域（１００）の周囲に且つコア領域（１
００）と接する厚さ（ｔ４）の半導体シェル材料の残り部分（２００２）を設ける工程、
　を含む、請求項７から９のいずれか１項に記載のヘテロ構造電界効果トランジスタ（１
）を製造する方法。
【請求項１１】
　コア材料およびシェル材料は、格子整合している、
　請求項７から１０のいずれか１項に記載のヘテロ構造電界効果トランジスタ（１）を製
造する方法。
【請求項１２】
　コア材料は、ＩｎＰまたはＩｎｘＡｌｙＡｓを含み、ｘ＋ｙ＝１である、
　請求項７から１１のいずれか１項に記載のヘテロ構造電界効果トランジスタ（１）を製
造する方法。
【請求項１３】
　シェル材料は、ＩｎｘＧａｙＡｓを含み、ｘ＋ｙ＝１である、
　請求項７から１２のいずれか１項に記載のヘテロ構造電界効果トランジスタ（１）を製
造する方法。
【請求項１４】
　厚さ（ｔ２）は、４ｎｍより小さい、
　請求項７から１３のいずれか１項に記載のヘテロ構造電界効果トランジスタ（１）を製
造する方法。
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